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摘要(译)

本发明涉及有机发光二极管，阵列基板及其制备方法，显示装置。有机
发光二极管包括阳极，阴极，设置在阳极和阴极之间的发光层，以及设
置在阳极和发光层之间的空穴注入层，其中空穴注入层设置在其中使用
金属纳米颗粒，金属纳米颗粒的局部表面等离子体共振的频率与发光层
的发射波长相匹配。由于有机发光二极管在空穴注入层中掺杂有金属纳
米颗粒，并且金属纳米颗粒的局域化表面等离子体的共振频率与发光层
的发射波长相匹配，因此允许金属纳米颗粒产生利用光子进行局部等离
子体共振，从而提高有机发光二极管的光提取效率。
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